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Feluleti technolégiak

Egyéb feluleti technolégiak

Nyomtatott huzalozasu elektronikai aramkori lapok
gyartasa
Félvezetd alapu elektronikai alkatrészek eldallitasa



I]! Nyomtatott aramkori lapok fajtai

Egyoldalas lapok
— a huzalozas a szigetel6anyag egyik oldalan helyezkedik el
— alkalmazasi teruletuk pl. az ipari elektronika, haztartasi gepek automatikaja.

Kétoldalas nyomtatott huzalozasu lapok
— a huzalozast a lapok mindkét oldalan kialakitjak.
— a két oldal elektromos Osszekotését atfémezett furatokkal oldjak meg.

Tobbrétegl nyomtatott huzalozasu lapok

— az egyes retegeket a huzalozas kialakitasa utan osszesajtoljak, majd elkészitik a
feltleti huzalozast és az atmendfuratokat

— ez atipus bels6 vezetékeket, esetenként belsé furatokat is tartalmaz
— alkalmazasuk a berendezések méretcsokkentésének egyik lehetdsége.

Hajlékony nyomtatott huzalozasu lapok

— jellemzgjuk a vékony, hajlithatd szigetelbréteg.

— készithetOk egy- és kétoldalas, valamint tobbrétegl kivitelben.

— szalagkabel helyettesitésére is alkalmasak
A nyomtatott huzalozasu lapok rajzolatfinomsag (vezetdsav és szigetel6koz
szelességi mérete) alapjan is osztalyozhatok finom, normal és durva
kategoriakba.
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I]! A nyomtatott huzalozasu lapok gyartasi eljarasai

» Eljaras valtozatok:
— szubtraktiv, féladditiv, additiv és fotoadditiv
* A merev nyomtatott huzalozasu lapok alapanyagai leggyakrabban a kovetkezo
parositasokban fordulnak elo:
— rétegelt papir vazanyag és fenolgyanta kotéanyag,
— reétegelt papir vazanyag és epoxigyanta kotéanyag,
— Uvegszovet vazanyag és epoxigyanta kotéanyag,
— Uvegszovet vazanyag és teflon kotéanyag.
* A hajlékony nyomtatott huzalozasu lapok szigetelGanyagai hajlithato, esetenként
héallé mianyag (poliészter-, poliimid-) foliak.
» A szubtraktiv eljaras szigeteléanyagat elektrolitréz folia fedi (altalaban 10; 17,5;

35; 70 um vastagsagban), amelyet ragasztassal rogzitenek a hordozo egyik
vagy mindkét oldalan.

« A féladditiv és additiv eljarasok alapanyaga bontatlan szigetel6lemez, amelynek
fellletén tapadasfokozo réteget alakitanak Kki.

» A fotoadditiv eljaras alapanyaga specialis fotoérzékeny szigeteldlemez.
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I]! Szubtraktiv eljaras

» Mdaveleti sorrend:
— 1. faras; 2. aktivalas; 3. panelgalvanizalas;
4. maszkolas; 5. rajzolatgalvanizalas;
6. maszkeltavolitas; 7. maratas
» Az atfémezett furatokat nem tartalmazé nyomtatott
huzalozasu lapok gyartasaban a kifurt alapanyagra

pozitiv maratdmaszkot készitenek, és a folosleges rezet

maratassal eltavolitjak.

» A furatfémezett nyomtatott huzalozasu lapok
gyartasaban a kifurt alapanyagra leggyakrabban
kémiai, illetve kémiai és galvanikus uton rezet
valasztanak le. Ezt kovet6en negativ maszkot
készitenek, majd a lapok rajzolatat galvanizaljak. A
negativ maszk eltavolitasa utan a folosleges rezet
maratassal szuntetik meg.
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I]! Feladditiv eljaras

« Mdaveleti sorrend: " 778 V77
— 1. faras; 2. aktivalas; 3. panelgalvanizalas;
4. maszkolas; 5. rajzol lvanizalas;
fiverotiiiat i - [
* A boritatlan szigetel6re a furas utan kémiai
vagy kémiai és galvanikus modon rezet s 772N W
valasztanak le. Negativ maszk készitése
utan a rajzolatot galvanizaljak. A maratas e B
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maratomaszk nelkul is elvégezhetd. Ez
esetben a furatok és a rajzolat rézzel
boritottak.
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Mdveleti sorrend
— 1. furas; 2. aktivalas; 3. maszkolas;
4. fémlevalasztas; 5. maszkeltavolitas
A boritatlan szigetel6lemezre a furas és a
negativ maszk elkészitése utan a rajzolatot
kémiai rezezéssel készitik el.
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Muveleti sorrend:
— 1. faras; 2. aktivalas; 3. megvilagitas;
4. el6hivas; 5. fémlevalasztas
A fotoérzékeny szigetel6lemez lehetbveé teszi,
hogy a gyartasban a maszkkeszités és
maratas elmaradjon. A rajzolat
megvilagitasaval aktivaljak az alapanyagban
levd katalizatort. A vezetékeket kémiai
rezezeéssel alakitjak ki.
Ertékelés:
— Az alapeljarasok kozul a szubtraktiv eljarast
alkalmazzak legszélesebb korben, annak

ellenére, hogy az additiv és fotoadditiv
eljarasok latszolag egyszeribbek.

— Ennek oka elsbGsorban az, hogy kémiai uton
vastag (25 ym) és egyben kielégitd mindésegi
rézbevonat levalasztasa nem egyértelmien
megoldott. (A mlvelet idéigényes, az
elektrolitok koltségesek.)
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I]! Félvezeto alapu elektronikai alkatrészek el6allitasa (1)

* F06 alkotojuk a szilicium. Ennek elballitasa:

— A szilicium a szilicium-dioxidban (SiO,) és a szilikatokban fordul el6.

— A szilicium-dioxid tisztasagi fokatol és kristalyformajatol fuggden lehet
homok, kvarc, hegyikristaly, kova- vagy tzkd, féldraga- vagy dragaké (pl.
achat, jaspis, opal, 6nix).

A sziliciumot rendszerint a szilicium-dioxidnak szénnel, magnéziummal vagy
aluminiummal végzett redukcidjabal nyerik.

— Nagy tisztasagu szilicium allithato el6 triklor-szilan, azaz sziliko-kloroform

(SiHCI,) hidrogén-atmoszféraban, 1200 °C-on végzett termikus bontasaval,
majd zonas olvasztassal.

« Tovabbi anyagok:
— Bor (B), arzén (As), foszfor (P)
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I]! Felvezet6 alapu elektronikai alkatrészek elGallitasa (2)

« A félvezet6 eszkozok f6 részei a pn-atmenetek, azaz egykristalyon belul
p €s n tipusu — egymassal kozvetlenul érintkez6 — réteget tartalmaznak.
A diodak egy, a tranzisztorok ketto, a tirisztorok harom-negy, az integralt
aramkorok nagyon sok pn-atmenetet tartalmaznak.

IONIMPLANTACIO DIFFUZIO EPITAXIA
\
o .”'.5?.:.- 3:.'::20:’::" ____________
Si lapka = e L Vi
,ZAkceptor’ vagy  Diffuziés anyag Epitaxialis
,2donor” bevitele felvitele (B, P) retegnoveles
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I]! Félvezeto alapu elektronikai alkatrészek el6allitasa (3)

« A pn-atmenetek készitéseének eljarasai — a planartechnologia alapvetd
muUveletei a kovetkezOk:

— oOtvozéssel harom vagy ot vegyertéki elemet (,akceptort” vagy ,donort”)
visznek be pl. ionimplantacioval;

— a diffuzidé soran a sziliciumlapkara felviszik a diffuziés anyagot, ami a 700—
1300 °C hédmeérséklet-intervallum meghatarozott értékén adott id6 alatt a
kivant mélységbe diffundal; pl. egy npn tranzisztor elkészitéséhez két
diffuziéra van szukség: el6szor bordiffuzioval p-réteget, majd foszforral n-
reteget allitanak el6.

— az epitaxialis rétegndvesztés soran szilard Si-egykristaly alapra gézfazisbol
mas szennyezesl réteget novesztenek ugy, hogy a kialakulo réteg
szerkezete az alappal azonos legyen;

* pl. 1000 °C koruli hémérseékleten szilicium-tetrakloridot (SiCl,) és vele egyutt

arzén-trikloridot (AsCl,;) redukalnak hidrogénnel: SiCl, + H, — SiCl, + 2HCI| =
SiCl, — Si + SiCl, illetve 2AsCl; + 3H, — 2As + 6HCI.

» Az igy keletkezett elemi Si és As tovabb épiti a Si-egykristalyt. Ha az alap p-
tipusu, akkor az arzénnal szennyezett 10-15 um-es réteg pn-atmenetet képez.
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Si-alapu integralt aramkorok
gyartasa

A p-tipusu Si-szeleteken néhany ezer
A vastag SiO, réteget hoznak létre.

A SiO, segitsegevel valosithaté meg a
maszkolas, mivel az a diffuziot
megakadalyozza.

2008.11.18.

1. 0,2—0,3 mm vastag,
30100 mm atméréja,
p-tipusu Si-szeletek készitése
és alapos kémiai tisztitasa

/EZ} tipusu sziliciurryé

(flilI

2. oxidalas vizgbzzel és
oxigénnel 1000-1200°C-on,
néhany ezer A vastag
SiO,-réteg kialakitasara

3. fotoreziszt eljarassal
ablaknyitas
a SiO,-rétegben
a rejtettréteg-diffizio helyein

Sio,

%

%

4. As-diffuzio
er@sen szennyezett
n+ rejtet tréteg kialakitasara

7

5. kb.10..m vastag n-tipusu
epitaxialis réteg névesztésére
a tranzisztorok kollektoraihoz

6. p tipusu szigeteld
B-diffuzio, oxidréteg
keletkezésével

7

7. fotoreziszt eljarassal
ablaknyitas az oxidrétegben
a tranzisztorok bazisai és
az ellenallasok helyén

8. p tipusu B-diffuzio
a tranzisztorok bazisaihoz
oxidréteg keletkezésével

9. fotoreziszt eljarassal ablak-
nyitads az ujabb oxidrétegben
a tranzisztorok emitter és
kollektorkontaktusai helyén

B e

10. p-diffuzié erésen
adalékolt n" kollektor- és
emitterkontaktusok
kialakitasara

11. fotoreziszt mivelettel
ablaknyités a pn-atmenetet
eredményez6
Al-kontaktusok helyén

12. vdkuumban Al-réteggel
bevonas, majd fotoreziszt
eljarassal (maratassal)
vezetbhalozat kialakitésa

13. Si-szeletek szétvalasztasa
aramkori egységekre

TN

L

{ ) —>{

]

14. szerel6szalagra forrasztas|
és Au-huzalos bekotések

S

15. froécessajtolassal
miianyag hazba tokozas
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Fotoreziszt technikaval a kivant
helyeken az oxidot megveédik, viszont
a diffuziora kijelolt helyeken hidrogén-
fluoridos maratassal eltavolitjak,
,2ablakot” nyitnak rajta.

As-diffuzié utan kb. 10 ym vastag
epitaxialis n-réteget hoznak létre és
ebbdl szigetel6 bordiffuzioval

(p tipusu) alakitjak ki a
kollektorrétegeket.

A kollektor alatt altalaban egy
foszfordiffuzios — erGsen szennyezett
n+ — réteg helyezkedik el.

A bazist és az ellenallast egyidejlleg
alakitjak ki bérdiffuzidval.

Az emitter- és a kollektorkontaktus
er0sen szennyezett n+ réteg

2008.11.18.

|IC gyartas fotoreziszt technikaval

FOTOLITOGRAFIA (fotoreziszt eljaras)

1. p-tipusu Si-szeleten
diffizansokat at nem engedé
SiO,-réteg kialakitasa
a maszkolashoz

=

2. fényérzékeny
fotoreziszt lakkal
a fellileti SiO,-réteg
bevonasa

L

3. aramkdri elemek kialakita-
sahoz sziikséges precizios
fotomaszko(ko)n keresztl

megvilégitéi UV—iénnyeI

4. fotomaszko(ko)n keresztl
vetitett abraknak megfeleld
kép el6hivasa a fotoreziszt
lakk lokalis eltavolitasaval

/

5. ablaknyitas, azaz a lakkal
nem védett helyeken a SiO,-
réteg lemaratésa HF-dal
a diffuzié lehetbvé tételére

6. fotoreziszt lakk
maradékanak
teljes eltavolitasa
kémiai kezeléssel

=
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